Information

4K x 1 statischer RAMKR537RU2A i o

Herstellerland: UdSSH

Ubersetzung, bearb.

Der integrierte SchaltkreisER 537 RU 2 A ist ein statischer Schreib-Lese-Speicher (RAM) mit

wahlfreiem Zugriff in der Organisatiom 4096 x 1 bit.
Er wird in CMOS-Technologie hergestellt und befindet sich in einem 18poligen DIL-Gehluse.

Der Schaltkreis ist fiir den Einsaiz in Datenverarbeitungssnlagen bestimmt.
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Bild 1¢ AnschluBbelegung und Schaltungskursseichen




Begeichnung der Anschlilsse:

1 A3  ZellenadreBSeingang 1w TF Preigabesignal (Chip emable)
2 A4 ZeilenadreSeingang 1 DI Datensingang
3 A5 Zeilenadrefeingang 12 A 11 Spaltenadrefeingang
4 AB Spal tenadreBeingang 13 A 10 Spaltenadrefeingang
5 AT Spaltenadrefeingang 14 P | SpaltenadreBeingang
6 48 Spal tenadrefeingang 15 A 0O ZeilenadrefSaingang
T Do Datenausgang 16 A 1 ZeilenadrefSeingang
8 WE Eingang Schreiben 17 4 2 ZeilenadreSeingang
9 Ugg Beszugspotential 18 LA Betriebaspannung
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Bild 2: Gehluseabmessungen

Eursbeschreibung

- 4k RAM in der Organisstion vom 4096 x 1 bit

- CMOS-Technologie, Uss = 5 v

= Zyklusgzeit Lesen: tnﬂ = 500 ns

-~ ZIyklusseit Schreibem: +g, = 500 ns

- wstatische Betriebsweise, daher kein Auffrischen der Imformation
= tristate-Ausgang '
- getrennter Datenein- und -ausgang

= gserstérupgeireies Lesen

= einfache Kapasitltserweiterung durch Chipauswahleingsng

e . - r »

Betriebsart Einglinge Ausgang
[+ 4 v DI DO

Standby 1 x x S

Lesen 0 1 x 0 oder 1

Schreibén O 0 0 [+] oe

Schreiben 1 0 0 1 oo’

Tabelle 1: Wahrheitstabelle KR53T RU 2 A
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Beschreibung

Der KR537 RU 2 A ist ein statischer RAM in CMOS-Technologie in der Organisation 4096 x 1 bit.
Der ER537 RU 2 A befindet sich in einmem 1Bpoligen DIL-Plastgehluse mit 2,5 mm Raster und

10 =m Redhenabstand, Den inneren Aufbau des Schaltikreises enthiilt das Blockschaltbild

(B114 3).

Uber die Adresseneinglinge A O ... A 5 wird f{iber den Zeilendekoder und {lber die Adressenein-
ghnge A 6 ... A 11 Uber den Spaltendekoder der Speicherplatz in der Speichermatrix angewkhlt.
Der KR537 RU 2 A besitzt einen IL-aktiven Steuereingang fiir die Chipaktivierung UF und einen
I-aktiven Steuereingang WE fiir Einschreiben in den RAM.

ber die Steuereingliinge werden in Verbindung mit dem Dateneingang DI die 4 Betriebsarten

des RAM eingestellt. Die Datenausgabe erfolgt ilber die Informatiomsausgabeeinheit am DO,

In die Betriebaart "Ruhezustand"™ wird der Schaltkreis iiber die Chipaktivierung TF = H ge-
schaltet. Unabhlingig von der Belegung des Dateneinganges DI ist der Datensusgang in diesem
Zustand hochohmig.

Aktiviert wird der Schaltkreis, indem die Chipaktivierung CE = Uy, wird.

Uber den zweitem Steuersingang WE wird filr WE = Uy, der Schaltkreis in die Betriebsart
"Lesen" geschaltet. Unabhlngig von der Belegung des Dateneinganges DI wird die auf der an-
gewhhlten Adresse abgeapeicherte Information ausgegeben und eracheint am Datenausgang DO,

In die Betriebsart "Schreiben” wird der Schaltkreis bei aktiviertem Schaltkreis (UF « I.Tn.'l
durch den Steuereingang TE = Urg geschaltet. In AbhEngigkeit von der Belegung des Daten-
einganges DI wird auf die susgewidhlte Adresae 0 oder 1 geaschrieben,
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Bild 3: Blockschaltbild
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Eennwert Kurszzeichen min, max, Einheit
Betriebaspannung LI =0,3 & Y
Eingangsspannung Uy =0,3 Ugg + 043 ¥
Ausgangsstrom I, 10 mi
Lastkapazitit ¢ 1000 pF
Statische Kennwerte

Kenowert Kurz- Mefbedingungen min. BAX, Einheit

gelichen

Betriebsspannung Ung 4,5 545 i
Bingangsspannung H Uy 3,6 |Ugg +.0,3 L
Eingangsspannung L Uy, =0,3 1517 v
Ausgangsspannung L Uor Top, = 1,6 md 0,4 v
Ausgangsspannung H Uon 'IOE = 1,2 mA 2,4 L)
Eingangssperratrom Iry 10 jll.l
Ausgangssperrstrom ILO 10 /nl
Q{M#m Betriebs=- | I £ =1 MHs 10 mi
stromaufnahme OCH

Rubhestromsufnahme Iees Ugg =5V 50 !u.l;
Dynamische Kennwerte

Kennwert kur:- MeBbedingungen min, mAX. Einhelt

elchen

Zykluszeit Schreiben tye 500 ns
Zykluszeit Lesen the 500 ns
UE-Ein-Zeit top 350 ns
Dauer dea Schrelibsign. *‘I'P tgp + 20 nas
Adressenvorhaltezeit tc 20 ns
Schreibsignal-Yorhalte— + 0 |%,, =~ 20 ns
seit gegenilber Adresse wsA Ac

CE-Pause toe 150 ns
UE-Zugriffazeit too 350 ns
Adressenzugriffezelt *mc tm + ﬁn ns
Ausgangsabschaltzeit torp 35 ns
Eingangskapasitiit Cr o =25 % 8 pP
Ausgangskapazitiit Co % =25 % 14 PF-

Pie Massung der dynamischen Eennwerte erfolgt bel elner ITl-lLast, HI' = 50 pF und einem Pegel

von 0,5 Upye
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" Bild 4: Typ. Abhingigkeit der L-A Bild 5: Typ., Abhingigkeit der H-i #-
spannung U, vom laststrom ﬂ spannung Uy, vom Laststrom E;

IC%[NA] lcc [uA]
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Bild 6: Typ. A Bild T: Typ. Ab| it 4 t
o e de SR e S o W 1
cc

tc? [ns]

300+ \ J = 25 °g
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Bild 8: Typ. A elt der Iugriffazeit
tog von der riebsspannung Un.



tt? [ns] teglnsl
1=Ugg =457
LO0+ 4001 1 2=Ugo=50V
3001 /12 300+ /2- 3=Ugg = 5,57V
00h //////3 P | ///;"//3 i, = 25 %
R e o oo oo s L

Bild 9: Typ. Abhlingigkeit der Im:l.:tn- Bild 10: Typ. Abhlingigkelt der Zugriffs-
seit t,, von der Temperatur nft t;p von der lastkapazitit Cp
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Alle Zeitintervalle der Eingangasignale werden bezogen auf den Pegel wom 0,5
gemessen. Das Ausgangesignal wird bezogen auf die Pegel Ugr, $ 0,4 V baw, 1“01[ 227V
gemesmen. R, - Ausgangewiderstand

Bild 11: Impulsdisgramm Schreibsyklus
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KR 53T RU 2 A

Alle Zeitintervalle der Eingagssignale werden bezogen auf den Fegel 0,5
gemessen, Das Ausgangssignal wird bezogen auf die Pegel Uy, < 0,4 V baw.

Uon z 2,7V gemessen.
Ry = Ausgengswiederstand

Bild 12: Impulsdiagramm Lesezyklus
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